
TECHNICAL	  PROGRAM	  COMMITTEE	  
Chairs	  :	  Hélène	  FREMONT,	  IMS,	  University	  Bordeaux	  (France)	  –	  François	  MARC,	  IMS,	  University	  Bordeaux	  

(France)	  

	  

Quality	  and	  Reliability	  Assessment	  –	  Chairs	  :	  Ninoslav	  D.	  STOJADINOVIC,	  University	  of	  Nis	  (Serbia)	  -‐	  Bruno	  
FOUCHER,	  AIRBUS	  GROUP	  INNOVATIONS	  (France)	  

Christelle	  AUPETIT-‐BERTHELEMOT,	  ENSIL	  –University	  of	  
Limoges	  (France)	  
Olivia	  BLUDER,	  Kompetenzzentrum	  für	  Automobil-‐	  und	  
Industrieelektronik	  GmbH	  –	  (Austria)	  
Yves	  DANTO,	  IMS,	  University	  of	  Bordeaux	  (France)	  
Vojkan	  DAVIDOVIC,	  University	  of	  NIS	  (Serbia)	  
Milan	  JEVTIC,	  Institute	  of	  Physics	  (Serbia)	  
Dimitrios	  KOUVATSOS,	  Institute	  NCSR	  "Demokritos"	  
(Greece)	  
Andreas	  MIDDENDORF,	  TU	  Berlin	  /	  Fraunhofer	  IZM	  
(Germany)	  

Florian	  MOLIERE,	  Airbus	  Group	  Innovations	  (France)	  
Lirida	  NAVINER,	  TELECOM	  ParisTech	  (France)	  
Alexander	  NIKIFOROV,	  National	  Research	  Nuclear	  
University	  "MEPHI"	  (Russia)	  
Albena	  PASKALEVA,	  Bulgarian	  Academy	  of	  sciences	  
(Bulgaria)	  
M.K.	  RADHAKRISHNAN,	  Nanorel	  (India)	  
Didier	  REGIS,	  THALES	  GROUP	  (France)	  
Cora	  SALM,	  MESA+	  Research	  Institute/	  University	  of	  
Twente	  (The	  Netherlands)	  

	  
	  
Si	  Technologies	  &	  Nanoelectronics:	  Hot	  carriers,	  high	  K,	  gate	  materials	  –	  Chairs	  :	  Alain	  BRAVAIX,	  ISEN	  (France)	  
-‐	  Jim	  STATHIS,	  IBM	  Research	  (USA)	  

Xavier	  AYMERICH,	  Univ.	  Autonoma	  Barcelona	  (Spain)	  
Jean	  COIGNUS,	  CEA-‐LETI	  (France)	  
Rainer	  DUSCHL,	  Infineon	  Technologies	  (Germany)	  
Gabriella	  GHIDINI,	  STMicroelectronics	  (France)	  
Dimitrios	  KOUVATSOS,	  Institute	  NCSR	  "Demokritos"	  
(Greece)	  
Paolo	  PAVAN,	  Università	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia	  
(Italy)	  

Nagarajan	  RAGHAVAN,	  Singapore	  University	  of	  
Technology	  and	  Design	  (Singapore)	  
Rosana	  RODRIGUEZ,	  Universitat	  Autonoma	  de	  Barcelona	  
(Spain)	  
Cora	  SALM,	  MESA+	  Research	  Institute/	  University	  of	  
Twente	  (The	  Netherlands)	  

	  
	  

	  

Si	  Technologies	  &	  Nanoelectronics:	  Low	  K,	  Cu	  Interconnects–	  Chairs	  :	  Hervé	  JAOUEN,	  STMicroelectronics	  
(France)	  -‐	  Eckhard	  LANGER,	  Globalfoundries	  (USA)	  

Lucile	  ARNAUD,	  IMEC	  (Belgium)	  
Oliver	  AUBEL,	  Globalfoundries	  (Germany)	  
Fen	  CHEN,	  IBM	  (USA)	  
Cathryn	  J	  CHRISTIANSEN,	  IBM	  (USA)	  
Kristof	  CROES,	  IMEC	  (Belgium)	  
Vincent	  DWYER,	  Loughbourough	  University	  (UK)	  
Xavier	  FEDERSPIEL,	  STMicroelectronics	  (France)	  
Martin	  GALL,	  Fraunhofer	  IKTS-‐MD	  (Germany)	  	  

Chee	  Lip	  GAN,	  Nanyang	  Technological	  University	  
(Singapore)	  
Howard	  GAN,	  SMIC	  (China)	  
Andrea	  PADOVANI,	  University	  of	  Modena	  (Italy)	  
Xin-‐Ping	  QU,	  Fudan	  University	  (China)	  
Frank	  SCHLAPHOF,	  Globalfoundries	  (Germany)	   	  
	  

	  
	   	  
Si	  Technologies	  &	  Nanoelectronics:	  ESD,	  Latch-‐up,	  Radiation	  Effects	  –	  Chairs	  :	  Fabrice	  CAIGNET,	  LAAS-‐CNRS	  
(France)	  -‐	  Philippe	  GALY,	  STMicroelectronics	  (France)	  -‐	  Vesselin	  VASSILEV,	  NOVORELL	  Technologies	  (USA)	  

Bruno	  ALLARD,	  AMPERE-‐	  INSA	  Lyon	  (France)	  
Patrice	  BESSE,	  Freescale	  Semiconductor	  (France)	  
Gianluca	  BOSELLI,	  Texas	  Instruments	  (	  USA)	  
Lorenzo	  CERATI,	  STMicroelectronics	  (Italy)	  
Denis	  FLANDRE,	  SST/EPL	  Ecoe	  Polytechnique	  de	  Louvain	  
(Belgium)	  
Hörst	  GIESER,	  Fraunhofer	  IZM	  (Germany)	   	  
Harald	  GOSSNER,	  Intel	  (Germany)	   	  
Allesio	  GRIFFONI,	  OSRAM	  (Italy)	   	  
Richard	  JANSEN,	  ESA	  (The	  Netherlands)	  
Martin	  KERBER,	  Infineon	  (Germany)	  
Paul	  LEROUX,	  KU	  Leuven	  (Belgium)	   	  

Martino	  LORENZINI,	  NXP	  (The	  Netherlands)	  
Alessandro	  PACCAGNELLA,	  Università	  di	  Padova	  (Italy)	  
Vincent	  POUGET,	  IES	  -‐	  Univ.	  Montpellier	  2	  (France)	  
Christian	  RUSS,	  Intel	  Mobile	  Communications	  (Germany)	  
Pascal	  SALOME,	  Serma	  Technologies	  (France)	  
Adelina	  SHICKOVA,	  Infineon	  (Germany)	  
Gerald	  SOELKNER,	  Infineon	  Technologies	  AG	  (Germany)	  
Gerd	  VERMONT,	  ON	  Semiconductor	  	  (Belgium)	   	  
Hei	  WONG,	  City	  University	  of	  Hong	  Kong	  (China)	  
Beiping	  YANG,	  ASTRI	  (Hong	  Kong-‐China)	  
	  



	  
Failure	  Analysis	  –	  Chairs	  :	  Félix	  BEAUDOIN,	  GLOBALFOUNDRIES	  (USA)	  -‐	  Olivier	  CREPEL,	  AIRBUS	  GROUP	  
INNOVATIONS	  (France)	  -‐	  	  Siegfried	  GOERLICH,	  INFINEON	  (Germany)	  -‐	  Ralf	  HEIDERHOFF,	  Bergische	  Universität	  
Wuppertal	  (Germany)	  

Abdellatif	  FIRITI,	  NXP	  (The	  Netherlands)	  
Juergen	  GRUBER,	  ROOD	  MICROTEC	  (Germany)	  
Stewart	  HOLLINGSHEAD,	  Texas	  Instruments	  (USA)	  
Terence	  KANE,	  IBM	  (USA)	  
Susane	  LI	  ,	  SPANSION	  (USA)	  
Ted	  LUNDQUIST,	  DCG	  Systems	  
Wolfgang	  MERTIN,	  University	  Duisburg-‐Essen	  (Germany)	  
Giovanna	  MURA,	  University	  of	  Cassino	  (Italy)	  

Koji	  NAKAMAE,	  IST	  Osaka	  (Japan)	   	  	  
Vincent	  POUGET,	  IES	  (France)	  
Antoine	  REVERDY,	  Sector	  Technologies	  (France)	  
Jean-‐Philippe	  ROUX,	  Sector	  Technologies	  (France)	  
Kevin	  SANCHEZ,	  CNES	  (France)	  
Christian	  SCHMIDT,	  GlobalFoundries	  (USA)	  
Zhigang	  SONG,	  IBM	  (USA)	  
Ehrenfried	  ZSCHECH,	  Fraunhofer	  IZFP	  (Germany)	  

	  
D1:	  Wide	  Band-‐Gap	  SC	  Devices	  –	  Chairs	  :	  Peter	  FRIEDRICHS,	  INFINEON	  (D)	  -‐	  Nathalie	  LABAT,	  IMS,	  University	  
Bordeaux	  (France)	  -‐	  Gaudenzio	  MENEGHESSO,	  University	  of	  Padova	  (Italy)	  	  

Andrew	  BARNES,	  ESA/ESTEC	  (The	  Netherlands)	  
Michael	  DAMMAN,	  IAF	  Fraunhofer	  IAF	  (Germany)	  
Dan	  FLEETWOOD,	  Vanderbilt	  University	  (USA)	  
Tsuyoshi	  ISHIKAWA,	  Toyota	  Central	  R&D	  labs	  (Japan)	  
Karine	  ISOIRD,	  LAAS-‐CNRS	  (France)	  
Benoit	  LAMBERT,	  United	  Monolithic	  Semiconductors	  
(France)	  
Toshiide	  KIKKAWA,	  Transphorm	  Japan	  (Japan)	  
Jan	  KUZMIK,	  Slovak	  Academy	  of	  Sciences	  (Slovakia)	  

Nathalie	  MALBERT,	  IMS,	  University	  Bordeaux	  (France)	  
Denis	  MARCON,	  IMEC	  (Belgium)	  
Roberto	  MENOZZI,	  University	  of	  Modena	  (Italy)	  
Jean-‐Luc	  MURARO,	  Thales	  Alenia	  Space	  (France)	  
Dionyz	  POGANY,	  TU	  WIEN	  (Austria)	  
Michael	  UREN,	  University	  of	  Bristol	  (UK)	  
Giovanni	  VERZELLESI,	  University	  of	  Modena	  (Italy)	  
Joachim	   WÜRFL,	  Ferdinand-‐Braun-‐Institut	  (Germany)	  

D2:	  Photonic	  Devices	  –	  Chairs	  :	  Matteo	  MENEGHINI,	  University	  of	  Padova	  (Italy)	  -‐	  Massimo	  	  VANZI,	  University	  
of	  Cagliari	  (Italy)	  

Christelle	  AUPETIT-‐BERTHELEMOT,	  ENSIL	  –University	  of	  
Limoges	  (France)	  
Laurent	  BECHOU,	  IMS	  University	  Bordeaux	  (France)	  
Alain	  BENSOUSSAN,	  IRT	  Saint-‐Exupéry	  (France)	  
Daniel	  CASSIDY,	  University	  of	  McMaster	  
Yannick	  DESHAYES,	  IMS	  University	  of	  Bordeaux	  (France)	  
Alessio	  GRIFFONI,	  OSRAM	  (Italy)	  
Juan	  JIMENEZ,	  University	  of	  Valladolid	  (SP)	  

Robert	  KAPLAR,	  SANDIA	  NATIONAL	  LABS	  (USA)	  
Michel	  KRAKOWSKI,	  Thales	  3-‐5	  LAB	  (France)	  
Laurent	  MENDIZABAL,	  CEA-‐LETI	  (France)	  
Giovanna	  MURA,	  Univ.	  Cagliari	  (Italy)	  
Tigran	  NSHANIAN,	  Philips	  Lumileds	  Lighting	  Co	  (The	  
Netherlands)	  
Osamu	  UEDA,	  Kanazawa	  University	  (Japan)	  

	   	  
D3:	  	  Photovoltaic	  &	  Organic	  Devices	  –	  Chair	  :	  Nicola	  WRACHIEN,	  University	  of	  Padova	  (Italy)	  

Andrea	  CESTER,	  University	  of	  Padova	  (Italy)	  
Cosimo	  GERARDI,	  ST	  Microelectronics	  (Italy)	  
Ralf	  HEIDERHOFF,	  University	  of	  Wuppertal	  (Germany)	  
Morten	  MADSEN,	  University	  Of	  Southern	  Denmark	  
(Denmark)	  
Laurent	  	  MENDIZABAL,	  CEA-‐LETI	  (France)	  

Selina	  OLTHOF,	  Univ.	  Cologne	  (Germany)	  
Andrea	  REALE,	  Università	  di	  Roma	  Tor	  Vergata	  (Italy)	  
Thomas	  RIEDL,	  University	  of	  Wuppertal	  (Germany)	  
Elisabeth	  VON	  HAUFF,	  Univ.	  Amsterdam	  (The	  
Netherlands)	  
	  

	   	  
E1:	  Packaging	  &	  Assembly	  –	  Chairs	  :	  Geneviève	  DUCHAMP	   ,	  IMS,	  University	  Bordeaux	  (France)	  -‐Kirsten	  
WEIDE-‐ZAAGE,	  University	  of	  Hannover	  (Germany)	  

Y.	  C	  CHAN,	  City	  University	  Hong	  Kong	  (China)	  
Lorenzo	  CIANI,	  University	  of	  Florence	  (Italy)	  
Alberto	  CORIGLIANO,	  Politecnico	  di	  Milano	  (Italy)	  
Paolo	  COVA,	  Università	  di	  Parma	  (Italy)	  
Yves	  DANTO,	  IMS,	  University	  of	  Bordeaux	  (France)	  
Christian	  GAUTIER,	  Presto	  Engineering	  (France)	  
Alexandrine	  GUEDON-‐GRACIA,	  IMS,	  University	  of	  
Bordeaux	  (France)	  
Xiao	  HU	  LIU,	  IBM	  TJ	  Watson	  Research	  Center	  (USA)	  
Fulvio	  INFANTE,	  Intraspec	  Technologies	  (France)	  

Yong	  LIU,	  Fairchild	  Semiconductor	  (USA)	  
Wilson	  MAIA,	  THALES	  R&T	  (France)	  
Lutz	  MEINSHAUSEN,	  Washington	  State	  University	  (USA)	  
Frédéric	  RICHARDEAU,	  LAPLACE-‐INPT	  (France)	  
René	  RONGEN,	  NXP	  (The	  Netherlands)	  
Vincent	  ROUGET,	  AIRBUS	  Group	  Innovations	  (France)	  
Mohd	  Faizul	  bin	  Mohd	  SABRI,	  University	  of	  Malaya	  
(Malaysia)	  
Suhana	  Mohd	  SAID,	  University	  of	  Malaya	  (Malaysia)	  
Marc	  WURZ,	  IMPT,	  University	  of	  Hannover	  (Germany)	  



E2:	  MEMS,	  MOEMS,	  NEMS	  &	  Nano-‐objects	  –	  Chairs	  :	  Fabio	  COCCETTI,	  elemca	  (France)	  -‐	  George	  
PAPAIOANNOU,	  University	  of	  Athens	  (Greece)	  

Elena	  BLOKHINA,	  University	  College	  Dublin	  (Ireland)	  
Manuel	  DOMINGUEZ,	  Universitat	  Polytechnica	  Cataluna	  
(Spain)	  
David	  ELATA,	  Technion,	  Israel	  Institute	  of	  Technology	  
(Israel)	  
Evgeni	  GOUSEV,	  Qualcom	  Technologies	  Inc	  (USA)	  

Loukas	  MICHALAS,	  IMM	  –	  CNR	  (Italy)	  
Patrick	  PONS,	  LAAS-‐CNRS	  (France)	  
Bruno	  REIG,	  LETI	  –	  CEA	  (France)	  
Herbert	  SHEA,	  EPFL	  (Switzerland)	  
Jun-‐Bo	  YOON,	  KAIST	  (Korea)	  

	   	  

F	  :	  POWER	  DEVICES	  –	  Chairs	  :	  Patrick	  TOUNSI,	  INSA,	  LAAS-‐CNRS	  (France)	  -‐	  Eckhard	  WOLFGANG,	  ECPE	  
(Germany)	  

Stéphane	  AZZOPARDI,	  IMS,	  Univ.	  	  Bordeaux	  (France)	  
Reinhold	  BAYERER,	  Infineon	  (Germany)	  
Philippe	  BENECH,	  IMEP-‐INPG	  (France)	  
Frede	  BLAABJERG,	  Aalborg	  University	  (DK)	  
Giovanni	  BREGLIO,	  University	  of	  Naples	  Federico	  II	  (Italy)	  
Giovanni	  BUSATTO,	  University	  of	  Cassino	  (Italy)	  
Alberto	  CASTELLAZZI,	  University	  of	  Nottingham	  (UK)	  
Dinesh	  CHAMUND,	  Dynex	  Semiconductor	  (UK)	  
Mauro	  CIAPPA,	  ETH	  Zurich	  (Switzerland)	  
Chiara	  CORVASCE,	  ABB	  (Switzerland)	  
Paolo	  COVA,	  University	  of	  Parma	  (Italy)	  
Adeline	  FEYBESSE,	  FREESCALE	  (USA)	  
Laurent	  GUILLOT,	  FREESCALE	  (France)	  
Karsten	  GUTH,	  Infineon	  (Germany)	  
Francesco	  IANUZZO,	  University	  of	  Cassino	  (Italy)	  
Andrea	  IRACE,	  University	  of	  Naples	  Federico	  II	  (Italy)	  
Nando	  KAMINSKI,	  University	  of	  Bremen	  (Germany)	  
Kai	  KRIEGEL,	  Siemens	  (Germany)	  
Stephane	  LEVEBVRE,	  CNAM	  (France)	  

Thomas	  LICHT,	  University	  of	  Applied	  Sciences	  in	  
Düsseldorf	  (Germany)	  
Josef	  LUTZ,	  TU	  Chemnitz	  (Germany)	  
Régine	  MALLWITZ,	  TU	  Braunschweig	  (Germany)	  
Michael	  NELHIEBEL,	  KAI	  Kompetenzzentrum	  Automobil-‐	  
und	  Industrieelektronik	  (Germany)	  
Ichiro	  OMURA,	  Kyushu	  Institute	  of	  Technology	  (Japan)	  
Martin	  PFOST,	  Reutlingen	  University	  (Germany)	  
Frédéric	  RICHARDEAU,	  LAPLACE-‐INPT	  (France)	  
Uwe	  SCHEUERMANN,	  SEMIKRON	  	  (Germany)	  
Hans-‐Joachim	  SCHULZE,	  Infineon	  (Germany)	  
Norbert	  SELIGER,	  Rosenheim	  University	  of	  Applied	  
Sciences	  (Germany)	  
Dieter	  SILBER,	  University	  of	  Bremen	  (Germany)	  
Hiroshi	  SUZUKI,	  HITACHI	  (Japan)	  
Peter	  TUERKES,	  Infineon	  (Germany)	  
Jean-‐Michel	  VINASSA,	  IMS,	  Univ.	  	  Bordeaux	  (France)	  
Wolfgang	  WONDRAK,	  Daimler	  (Germany)	  
Eric	  WOIRGARD,	  IMS,	  Univ.	  	  Bordeaux	  (France)	  

	   	  

G:	  Space,	  Aeronautic	  &	  Embedded	  Systems	  –	  Chairs	  :	  Sonia	  BEN	  DHIA,	  LAAS-‐CNRS	  (France)	  -‐	  André	  DURIER,	  
IRT	  Saint-‐Exupéry	  (France)	  -‐	  Florent	  MILLER,	  AIRBUS	  GROUP	  INNOVATIONS	  (France)	  -‐	  Fabian	  VARGAS,	  Catholic	  
University	  -‐	  PUCRS	  (Brazil)	  

Marcos	  Osmar	  AREND,	  AEL,	  Sistemas/Elbit	  Systems	  Ltd.	  
(Brazil)	  
İlknur	  BAYLAKOĞLU,	  SATURN	  Consulting	  –	  (Turkey)	  
Eduardo	  BEZERRA,	  Federal	  University	  of	  Santa	  Catarina,	  
Florianópolis	  (Brazil)	  
Jerónimo	  BLOSTEIN,	  Centro	  Atómico	  -‐	  Instituo	  Balseiro,	  
Bariloche	  (Argentina)	  
Leticia	  Maria	  BOLZANI	  POEHLS,	  Catholic	  University	  -‐	  
PUCRS,	  Porto	  Alegre	  (Brazil)	  
Stéphanie	  BOURBOUSE,	  Airbus	  Defence	  and	  Space	  
(France)	  
Véronique	  FERLET	  CAVROIS,	  ESA	  (The	  Netherlands)	  
David	  HELY,	  Grenoble	  Institute	  of	  Technology	  (France)	  
Jean	  Claude	  LAPERCHE,	  Airbus	  Group	  (France)	  
Dominique	  LENOIR,	  Renault	  (France)	  

Fernanda	  LIMA	  KASTENSMIDT,	  Federal	  University	  of	  Rio	  
Grande	  do	  Sul,	  Porto	  Alegre	  (Brazil)	  
José	  LIPOVETZKY,	  Centro	  Atómico	  -‐	  Instituo	  Balseiro,	  
Bariloche	  (Argentina)	  
Renaud	  MANGERET,	  Airbus	  Defence	  and	  Space	  (France)	  
Francesca	  MARADEI,	  Sapienza	  de	  Rome	  (Italy)	  
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